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CECC 90 111-007

Deutsche Elsktrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE})

BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 Ausgabe 1 November 1989 ot
‘ Seite 1 Gesamtzahl der Seiten 28

Giitebestatigte Bauelemente der Elekironik Anwenderspezifikation des Bundesamtes

in Ubereinstimmung mit: . fiir Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)

CECC 90 000, Ausgabe 3 mit Anderungen 1 bis 6 und Anhénge A, C, Dund E

CECC 90 100, Ausgabe 3 mit Anderungen 1 und 2 Tréger der Spezifikation:

CECC 90 111, Ausgabe 1 Normenstelle Elektratechnik (NE) im DIN

Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Geh&use:  -01: Keramik Dual in Line 28-Pin Bauartspezifikation fiir:

-02: Keramik LGC 32-Pin INTEGRIERTE STATISCHE
R . . . MQOS SCHREIB-/LESE-
-03: Keramik Dual In Line 28-Pin (Sidebrazed) SPEICHERSCHALTUNGEN
Abmessungen: sieche Anhang A Typ 7C185
AnschiuBbelegung: Zugriffszeit: 55ns
Gehause -01 und -03 Gehause -02
‘ Typischer Aufbau:
Silizium, monolithisch, CMOS,
NG E ® :z_TJVcc %y Mz we we Yoo FE ces Keramikgeh&use mit Hohlraum
vy [ B B )
Aiz [] 7] ¥E JL‘JLSJLZJI'iLI;;JEE‘)J ™
Ay (3] 26] ce2 ag)s) Ld {o0] s —
e [4] EJ fe *opel 204
a, vt X
as [E] ] #s e &du ¥ ACHTUNG:
as el ze(ue
ay 5] 23] A1l ag D3] {5t Dies sind elektrostatisch
a3 7 22 OF Ay Hiod [ efahrdete Bauelemente
1 Vg LG_ Ao g
ae o] 2] 1o . D Ee
Ay E 20] CEl ne _13—_} Ezfooy
L~ <] Glitebestitigungsstufe:
Ao E EDQ? vap Pi3} El_ bag gung
\_Eﬂ fis1 lisl 071 §a 547 Ra A
pag [11] 6] ces ool ';';; S ';;’3 YT Y mit Sortierpritfung (Screening)H
ooy 2 7] oes ' s Y mit Sortierpriifung (Screening)B
t
. oa 2] [1€] oo,
¥ss [14] [15] pes

1 Typbeschreibung:
Vee=5V =10%
Alle Ein- und Ausgénge sind TTL-kompatibel, Three-State Ausgénge
8192-word x 8-Bit High Speed Static CMOS RAM
Verlustleistung: aktiv=550mW, standby =110mW

Auskunft {iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezitikation
zugelassenen Bauelemente gibt die Jeweils gliitige Ausgabe der CECC 00 200 (QPL),
der MUAHAG-PPL Band 7 und der VG 95212T 4
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Gehdusematerial: Keramik .
Anschliisse: vergoldet

| 1 Typbeschreibung - Fortsetzung
Blockschaltung :  siehe 2.1 dieser Spezifikation.
|

Kennzeichnung
des Bauelementes: CECC 90 111-007-0XY B

XX 7C185D 1 1)
I 2)

8?30

4)
1)  Gehauseform (s. Seite 1)
2)  CECC-Hersteller-Code
3)  Herstellerkennzeichen (zulassig) ‘

4)  Herstelldatum nach IEC 62 (88 = Jahr; 30 = Kalenderwoche)

5)  CECC-Konformitétszeichen
(nur zuléssig, wenn eine glltige Bauartzulassung vorliegt)

weitere Angaben zur Kennzeichnung des Bauelementes siehe 3 dieser Spezifikation.
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. 2 Kennwerte

Wenn nicht anders angegeben, miissen dle folgenden Kennwerte fiir den ganzen
Betriebstemperaturbersich und fiir den festgelegten Versorgungsspannungsbereich
(Vcc =5V =10 %) eingehalten werden.

2.1 Allgemeine Beschreibung

7C185 ist ein 8192 x 8-bit, statischer RAM (Random Access Memory) mit schneller Zugriffs-
zeit.

7C185 wird unter Verwendung der CMOS-Technologie gebaut.
7C185 ist Pin-kompatibel mit 28-pin ROM'’s, PROM's and EPROM'’s
- Versorgungsspannung: Ucc=5Y =10 %

- Nennleistung
im Bereitschaftbetrieb 110 mw
im Betrieb (operating) 550 mw

- Maximale Zugriffszeiten/
minimale Zykluszsiten: 55ns

7C185 wechselt automatisch in den Power-Down-Modus, wenn er nicht angesteuert wird.
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. Bild 2.1 Blockschaltung (fiir die Logik)
. f -3- CECC 90111-007  Ausgabe 1

Documents

Full document details: CECC 90111-007 ISSUE 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90111-007-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90111-007-issue-1-0

B 1974499 0050104 944 W

e
AB . £ A
2172 -1 o £[] | [ess] 2sex2ss
ae | ® s B 3 - MEMORY
as — | @ Calal®8 ARRAY
As — | —@ g5 A
o]
S| 8
4" 256
0
A2 — T
e > [ Bl s
Al z 3 >
A0 — ® z . 5 COLUMN
ao— | ® g u A SELECT ®
All — S “5 (8 oF 256)
g
4 8
— ety alhaiade
WE — | 1
| D—A
— —
0E — S
':DD“L OD r V4

{
{
l
— ]
CEi , |
{
{
cE? Lo +°% 5
b mcccc e

Bild 2.2 Blockschaltung
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’ Die Funktion jedes Anschlusses:
Ao-At2 Address Eingénge
CE1,CE2 | Chip Enable/Power Down
OE Output Enable
WE Write Enable

DQo - DQ7 | Daten Ein-fAusgénge
GND,Vgs | Ground

NC keine interne Verbindung

Vco 5V Versorgungsspannung

2.2 Ausfiihriiche Funktionsbeschreibung

- Speichergréie 65 536 Bit

- Speicherorganisation: 8192 Worte mit einer La&nge von 8 Bit .

- Daten sind giiltig wenn Chip-, Write- und Output-Enable gemaB folgender Tabelle so
geschaltet werden, daB Dq DiN bzw. Dout annimmt. Wahrend dieses Zustandes
mussen die Angaben der Arbeitstabelle zutreffen.

- 7C185 besitzt 4 Enableeingdnge WE, CE1, CE2, OF;
WE steuert die Umschaltung von Read nach Write-Modus
CE1, CE2 sind unabhéngige Chip Enable Eingénge
OE ist Output Enable

- Ist der 7C185 nicht aktiviert Giber CE1, CE2, geht er automatisch in den Power Down
Mode, in dem der Strom nominell um 73 % reduziert wird.

- Arbeitstabelle:

MODE Pin

DQ CE1 CE2 WE OE
DESELECT| Z H L X X
DESELECT H H X X
DESELECT L L X X
Write DN L H L X
Read Dout L H H L
Read Z L H H H

Xkann V4 oder VL sein; H = logic "1"state, L = logic "0"state
Z = high impedance state

~ -5- CECC 90 111-007  Ausgabe 1
Documents

Full document details: CECC 90111-007 ISSUE 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90111-007-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-90111-007-issue-1-0

VV- 1974499 0050110 53t W

2.3 Grenzwerte (nicht fir Priifzwecke)

Alle Spannungen beziehen sich auf einen BezugsanschluB (Uss, GND)

Lagerungstemperatur

Kennwerte und Bedingungen Kurz- min. max. | Elnheit
zeichen
Versorgungsspannung Ucc -0,5 7,0 \
Eingangsspannungen (DC) Ui -3,0 7,0 \'%
Ausgangsspannungen Uo Uss -03Ucc +03f V
Ausgangsstrom lo - -20 mA
Eingangsstrom I - 160 mA
Maximale Verlustleistung (aktiv) Pbmax. - 1 w
Maximale und minimate Umgebungs- oder Tamb —55 +125 °C
Bezugspunkt-Betriebstemperatur
Maximale und minimale Tstg —B65 +150 °C

2.4 Empfohlene Betriebsbedingungen und zugehdrige Kennwerte (Sie gelten nicht fir Priifzwecke)

2.41 Empfohlene Anwendungsbedingungen
Alle Spannungen beziehen sich auf einen BezugsanschiuB (Uss, GND). Wenn nicht anders
angegeben, gelten die angegebenen Werte fiir den gesamten Betriebstemperaturbereich.

Kennwerte und Bedingungen Kurz- min max | Einheit
zeichen .
Versorgungsspannung Ucc 4,5 5,5 \
Eingangsspannung beim H-Pegel U 2,2 Ucc \'
Eingangsspannung beim L-Pegel Ui -0,3 0,8 \
Maximale und minimale Umgebungs- oder Tamb —55 +125 °C
Bezugspunkt-Betriebstemperatur
242 Zugehorige Kennwerte: nicht anwendbar
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25 Statische Kennwerte (—55°C <Tamb < +125°C, wenn nicht anders angegeben)

Alle Spannungen beziehen sich auf einen BezugsanschluB (Uss, GND)

Kennwerte und Bedingungen Kurz- min max | Einheit
zeichen

Maximale Versorgungsstrdme

Normalbetrieb (operating) Ucc=5.5V, lo=0mA Iccor - 160 mA
OE = 2,4V, CE1 = 0,8V; CE2 = 2,4V
Bereitschaftbetrieb (Automatic CE1 Power Down Current) lccsai - 20 mA
Ucc=5,5V; CE1= Uiy ; minimale Zyklusdauer: 100%
Bereitschaftbetrieb (Automatic CE1 Power Down Current) lccssz - 20 mA
‘ Ucc=5,5V; CE1 = Ucc—0,3V ;U = Ugc—0,3V oder
UnN < 0,3V
Eingangsspannung beim H-Pegel UiH 2,2 5,5 v
Eingangsspannung beim L-Pegel UL -3,0 0,8 v
Ausgangsspannung beim H-Pegel Ucc=4,5V; loH= —4,0mA UoH 2,4 - \Y
Ausgangsspannung beim L-Pegel Ucc=4.5V, loH=8,0mA UoL - 0,4 \Y
Eingangsstrom oder Reststrom L —-10 +10
(Input Leakage Current) GND < U; = Ucc
Ausgangsreststrom Ucc=5,5V, OE = 2,4V loz -10 +10
(Output Leakage Current)
' Ausgangskurzschlusstrom 1) los - —300 | mA

GND =< U < Ucc

Anmerkungen:

1) Nicht mehr als ein Ausgang zur gleichen Zeit und nicht langer als 30 Sekunden.
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2.6 Dynamische Kennwerte (—55°C <Tamb < -125°C, wenn nicht anders angegeben).
Alle Spannungen beziehen sich auf einen BezugsanschiuB (Uss, GND). Dynami- ‘
sche Messungen gehen von einer riseffall-time von < 5ns aus; Eingangspegel von
0,0V bis 3,0V; Ausgangslast CL=30pF und 1TTL - Gatter (siehe Abschnitt 4 Bild
4.01 dieser Spezifikation).

Kennwerte und Bedingungen Kurz- min max | Einheit
zeichen
Zykluszeiten
Lesen 1RC 55 — ns
Schreiben twe 50 ~ ns
Zugriffszeiten
Adressen-Zugriffszeit tAA - 55 ns
(Address To Data Valid)
Impulsdauer
Write Enable Pulse Width tPwe 30 - ns ‘
Vorbereitungszeiten {Set Up Times)
Adress Set-up to Write End tAw 50 - ns
Adress Set-Up to Write Start tsA 0 - ns
Data Set-Up to Write End tsp 25 - hs
Haltezeiten
Data Hold from Address Change toHA 3 - ns
Address Hold from Write End tHA 0 - ns
Data Hold from Write End tHD 0 - ns
WE LOW to High Z 1) tHzwe - 25 ns
WE HIGH to Low Z tLzwe 3 - ns
CE1 LOW to Write End tSCE!1 50 - ns
CE2 HIGH to Write End tsce2 30 - ns
CE1 LOW to Power Up tPy 0 - ns ®
CE1 HIGH to Power Down trD - 25 ns
CE1 HIGH to High Z 1),2) | tHzce 20 - ns
CE2 LOW to High Z
CE1LOWtoLow Z 2) tLZCEt 5 - ns
CE2 HIGH to Low Z tLzCcE2 3 - ns
CE1 LOW to Data Valid tACE1 - 55 ns
CE2 HIGH to Data Valid tacez2 - 40 ns
OE LOWto Low Z tLzOE 3 - ns
OE HIGH to High Z 1) tHzOE - 25 ns
OE LOW to Data Valid tooe - 25 ns
Anmerkungen:
1) Prifschaltung siehe Abschnitt 4 Bild 4.010bergang ist bei .

"steady state voltage" +500mV gemessen.
2)  tHzcE ist unter allen Bedingungen kleiner als t_zcE.
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27 Zeitdiagramme

. 271 Lesezyklen
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Bild 2.7.1 Lesezyklus (1) OE, CE1 = Ui. CE2=U . Das Bauteil ist ununterbrochen angesteuert,
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Bild 2.7.2 Lesezyklus (2) WE-High.
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